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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月4日(2011.2.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１シリコン膜の上に第１炭化シリコン膜を形成する第１工程と、
　前記第１炭化シリコン膜の上に第２シリコン膜を形成する第２工程と、
　前記第２シリコン膜の上にレーザを照射することにより、第２炭化シリコン膜を形成す
る第３工程と、
　前記第２炭化シリコン膜の上に第３炭化シリコン膜を形成する第４工程と、
を含むことを特徴とする半導体膜の製造方法。
【請求項２】
　前記第１工程において、前記第１シリコン膜の上に炭素源ガスが供給され、
　前記第４工程は前記第３工程の後に行われ、
　前記第４工程において、前記第２炭化シリコン膜の上に炭素源ガスおよびシリコン源ガ
スが供給されることを特徴とする請求項１記載の半導体膜の製造方法。
【請求項３】
　前記第１シリコン膜は、シリコン基板であり、前記第２シリコン膜はアモルファスシリ
コン膜であることを特徴とする請求項１又は２記載の半導体膜の製造方法。
【請求項４】
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　前記第３工程は、前記第１炭化シリコン膜の結晶性を向上させ、前記第２炭化シリコン
膜を形成する工程であることを特徴とする請求項１又は２記載の半導体膜の製造方法。
【請求項５】
　前記第３工程は、前記第１炭化シリコン膜又は前記第１炭化シリコン膜と第２シリコン
膜の界面において、前記レーザ照射によりシリコンおよび炭化シリコンを溶融し、炭化シ
リコンを再結晶化させる工程であることを特徴とする請求項４記載の半導体膜の製造方法
。
【請求項６】
　前記第２シリコン膜の膜厚は、１ｎｍ以上５０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか一項記載の半導体膜の製造方法。
【請求項７】
　前記レーザは、ＸｅＣｌレーザ、ＫｒＦレーザ、ＡｒＦレーザ又はＦ2レーザであるこ
とを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項記載の半導体膜の製造方法。
【請求項８】
　前記レーザの強度は、前記第２シリコン膜にアブレーションを生じさせる強度より小さ
いことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項記載の半導体膜の製造方法。
【請求項９】
　前記第３工程と第４工程の間に、
　前記第１炭化シリコン膜の上に残存する第２シリコン膜を除去する工程を有することを
特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項記載の半導体膜の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項記載の半導体膜の製造方法を有することを特徴とする半
導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の半導体装置の製造方法を有することを特徴とする電子機器の製造方法
。
【請求項１２】
　第１炭化シリコン膜と第２シリコン膜との積層膜にレーザを照射することにより形成さ
れた第２炭化シリコン膜をシード膜として成長した第３炭化シリコン膜を有することを特
徴とする半導体膜。
【請求項１３】
　請求項１２記載の半導体膜を有することを特徴とする電子機器。
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